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® Halbleiterbauelement mit PassMerungaaufbau 

@ Die Erfindung betrifft aln Halbleitarbauaiamant mit ainem 
Substrat, mit mJndeetans ainer Itolatlonsachicht mit mlnde- 
stans ainem Fancier, ainem auf dar laolattonaschicht auflle- 
ganden Pesslvienjngaaufbau und ainer auf dam PaaaMe- 
rungaaufbau Hegenden Metaltislsrung, wobel dar Paaaivie- 
rungsaufbau aua mind catena zwei dlelaktrfachen Schichten 
bestaht und die arete dlelektrtache Schfcht die Isolations- 
aehlcht mit deren Kanten fiowie in elner au&eren flandione 
daa fensters das Substrat bedockt und die zwelte dielektri- 
tche Sohlcht die erste dietektrische Schloht bia Ober die 
Kante dar Isolationstchlcht und in ainem Tell dec eu&eren 
Beraleha dee Fenatere abdeckt 

Eln derartlges Halbleiterbauelement reiehnet sleh durch 
verbesserte SpannungsfestigkeJt geringe Sperratrdme und 
erhdhte Lebenadauerttabllltat aua. Eln Vortelt dea erfin- 
■ dungagemaBen Planartranalatora ist as, daS die eiektriaehen 
Parameter infolge dea Sohutzea dar Obarginge sum Kon* 
taktfenster und zu dam Bauteilrend durch den erflndungage- 
mft&en Pasafvierungsaufbau aehr etabii alnd. Ea warden 
Warte dar Traneitfrequenz f T bia 300 MHz, Veriuetleistungen 
b!a 1 Watt und Spannungafettfgkeiten bia 1 kV erreicht 
Trotz dea gegenOber dam Stand dar Technlk veratarkten 
Paaalvierungaaufbaua iat die aktlvs Flache dee Translator* 
relativ groB durch die platzaparende Anordnung des erfln- 
dungsgema&an Pasahrierungssufbaua mit eeinem atruktu- 
rterien Randbereich. Ein welterer Verteil 1st ea, daS dar 
Auafaii bei dar Hertteilung durch BUdung ... 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriff t ein Halbleiterbauelement, ins- 
besondere ein en sp arm ungs f es ten, hochsperrenden bl- 
polaren Planartransistor mit einem Substrat, mindestens 
einer Isolationsschicht mit mindestens einem Fenster, 
mit einem auf der Isolationsschicht aufliegenden Passi- 
vierungsaufbau mit strukturiertem Randbereich und ei- 
ner auf dem Passivierungsaufbau aufliegenden Metalli- 
sierung. 

Spannungsfeste, hochsperrende bipolare Planartran- 
sistoren bendtigt man ftir Schaltnetzteile, Motorsteue- 
rungen, Gleichspannungswandler, Wechselrichter, Na- 
herungsschaher, Breitbandverst&rker, NF- Verstarker, 
Ultraschallgeneratoren, unterbrechungsfreie Stromver- 
sorgung, Oberspannungsschutz, flimraerfreie Ansteue- 
rung von BildrShren, fur Schaltungen von Leuchtstoff- 
lampen und in der AutoelektronDc Ein weiteres wichti- 
ges Einsatzgebiet 1st das Gebiet der gerauscharm gere- 
gelte Drehstromantriebe, weil die Forderung der Ab- 
schaltbarkeit und der hoheren Betriebsfrequenz sich 
durch Thyristoren ntcht erfullen IMBt In dem betreffen- 
den Spannungsbereich von 500 bis 1200 V ist das bipola- 
re Transistorprinzip dem unipolaren MOS-Prinzip in 
der Stromdichte und damit in den Kosten uberlegen. 

Audi Phototransistoren gehdren zu den spannungsfe- 
sten, hochsperrende Planartransistoren. Fur sie sind 
Spannungsf estigkeiten bis zu einigen kV ublich. 

FUr solcfae spannungsf esten, hochsperrenden bipolare 
Planartransistoren ist es zur Erhdhung der Spannungs- 
festigkeit notwendig, daB durch geeignete Gestaltung 
der Randkonturen des Transistors eine Reduktion der 
Randfeldstarke erreicht wird. Insbesondere muB ein 
Passivierungsaufbau zwischen dem Substrat und der 
Metallisierung erzeugt werden, um die Durchbruchs- 
pannung des Transistors signifikant zu erhohen und um 
einen vorzeitigen Durchbruch des Transistors u. a, bei 
Spannungs- oder Stromspitzen zu vermeiden. Dazu 
wird die Isolationsschicht aus thermisch oxidiertem SiOz 
und gegebenenfalls weiteren Isolationsschichten durch 
dielektrische Schichten zu einem Oberflachenpasstvie- 
rungsaufbau verstarkt und dessen Randbereich zu den 
Kontaktfenstern und zuxn Transistorrand durch ent- 
sprechende Strukturierung abgeschragt 

Bei der Strukturierung des Randbereiches durch Pho- 
tolithographie und Schicht&tzung nach dem Stand der 
Technik entstehen jedoch leicht Hohlkehlen an den 
Flanken des Oberflkchenpassivterungsaufbaus infolge 
Unter&tzung einzelner Schichten. 

In diesen Unter&tzungen kdnnen sich Verunreinigun- 
gen, insbesondere Feuchtigkeft und Atzmittelreste an- 
sammeln, die die Sperrs trome des Haibleiterbauelemen- 
tes erhdhen und die Lebensdauer des Bauelementes be- 
emtrachtigen. Wenn anschlieBend die Metallisierungen 
in den Kontaktfenstern aufgebracht werden, dringt 
audi Metall in die Unterschneidungen ein. Dies mindert 
die Strom- und Spannungsf estigkeit Bei starkeren Un- 
ter&tzungen kdnnen die unter&tzten Kanten auch ab- 
brechen. 

Um diesem abzuheifen, wird von der JP 2-37747 vor- 
geschlagen, auf einem Siiiziumsubstrat eine erste isolle- 
rende Schicht kantengleich mit einer Zwischenschicht 
zu bedecken und diese beiden Schichten durch eine wei- 
tere Zwischenschicht und die weitere Zwischenschicht 
durch eine Passivierungsschicht vollstandig abzudek- 
ken. 

Dieses Verfahren erfordert zwd Photo lithographie- 
ProzeSschritte mit anschlieBender Schichtatzung zur 
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Bildung des Passivierungsaufbaus und ist damit um- 
standiich und kostenintensiv. AuBcrdem hat der gebil- 
dete Pianartransistor durch die platzraubenden Abdek- 
kungen eine geringe aktive Flache. 
5 Es ist daher die Aufgabe der voriiegenden Erfindung, 
ein Halbleiterbaueleraent, insbesondere einen span- 
nungsf esten, hochsperrenden bipolare n Pianartransi- 
stor mit verbessertem Passivierungsaufbau mit struktu- 
riertem Randbereich zur VerfQgung zu stellen. 
10 Erfmdungsgem&B wird die Aufgabe gelost durch ein 
Halbleiterbauelement mit einem Substrat, mindestens 
einer Isolationsschicht mit mindestens einem Fenster, 
einem auf der Isolationsschicht aufliegenden Passivie- 
rungsaufbau und dner auf dem Passivierungsaufbau lie- 

15 genden Metallisierung, wobei der Passivierungsaufbau 
aus mindestens zwd dielektrischen Schichten besteht 
und die erste didektrische Schicht die Isolationsschicht 
mit deren Kanten sowie in einer auBeren Randzone des 
Fensters das Substrat bedeckt und die zwdte dielektri- 

20 sche Schicht die erste dielektrische Schicht bis fiber die 
Kante der Isolationsschicht und in einem Teil des auBe- 
ren Bereichs des Fensters abdeckt 

Ein derartiges Halbleiterbauelement zeichnet sich 
durch vexbesserte Spannungsfestigkeh, geringe Sperr- 

25 strdme und erhShte Lebensdauerstabitit&t aus. Ein Vor- 
teil des erfindungsgemaBen Planartransistors ist es, daB 
die dektrischen Parameter infolge des Schutzes der 
Obergange zum Kontaktfenster und zu dem Bauteil- 
rand durch den erfindungsgem&Ben Passivterungsauf- 

30 bau sehr stabil sind Es werden Werte der Transitfre- 
quenz fr bis 300 MHz, Veriustleistungen bis 1 Watt und 
Spannungsfestigkeiten bis 1 kV erreicht Trotz des ge- 
genQber dem Stand der Technik verstarkten Passivie- 
rungsaufbaus ist die aktive Flache des Transistors rela- 

35 tiv groB durch die platzsparende Anordnung des erfin- 
dungsgemfiBen Passivierungsaufbaus mit seinem struk- 
turiertem Randbereich. Ein weiterer Vorteil ist es, dafi 
der Ausf all bd der Herstellung durch Bildung von Hohl- 
kehlen sowohi an den Flanken der dielektrischen 

40 Schichten ds auch an den Flanken der Isolationsschich- 
ten absolut vermieden wird. 

Im Rahmen der voriiegenden Erfindung ist es bevor- 
zugt, daB jede der dielektrischen Schichten eine gleich- 
m&Bige Schichtdicke hat Dadurch ergibt sich zusam- 

45 men mit den Uberlappungen der Schichten des Passivie- 
rungsaufbaus eine Randabschragung mit flachem Profil, 
die die Randfeldstarke verringert und die Spannungsf e- 
stigkdt erhdht Die Randabschragung mit flachem Pro- 
fil verbessert auch im Berelch des Kontaktf ensters die 

50 Haftung der Metallisierung auf dem Passivierungsauf- 
bau sowie deren Zusammenhalt uber die Kante des Fen- 
sters hinweg. 

Im Rahmen der voriiegenden Erfindung ist es bevor- 
zugt, daB das Halbleiterbauelement zwei Isolations- 

55 schichten auf weist, wobei die erste Isolationsschicht aus 
einem thermisch erzeugten Siliziumoxid und die zweite 
Isolationsschicht aus einem phosphorhalttgen thermisch 
erzeugten Siliziumoxid besteht Das thermisch erzeugte 
phosphorhaltige Siliziumoxid haftet besonders gut auf 

60 dem Substrat sowie auf der Isolationsschicht aus ther- 
misch erzeugtem Siliziumoxid. Es wirkt ds Ionengetter 
und schQtzt dadurch den darunterliegenden Teil des 
Baudementes vor mdglichen Kontaminierungen, die ein 
groBes Risiko for die Zuverl&ssigkeit des Halbleiterbau- 

65 dementes darsteuen. 

Es ist weiterhin bevorzugt, daB die erste dielektrische 
Schicht aus Siliziumnitrid und die zwdte didektrische 
Schicht aus SHiziumdioxid besteht 
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Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann es be- 
vorzugt sein, daB erste dielektriscfae Schicht a us Silizi- 
umoxid oder Siliziuranitrid und die zweite dielektrische 
Schicht aus Polyimid besteht 

Weiterhin kann es bevorzugt sein, daB die erste di- 5 
elektrische Schicht aus Polyimid und die zweite dielek- 
trische Schicht aus Silmumnhrid besteht 

Diese dielektrischen Schichten haben jeweils eine ho- 
he SeJektivhat gegenuber dem zur Strukturierung der 
jeweils anderen Schicht bendtigten Atzmedium, $0 daB 10 
beide Schichten in einem elnzigen photolhhographi- 
schen Schritt strukturiert werden kdnnen. 

Bin anderer Aspekt der Erfindung betriff t ein Verfah- 
ren zur HersteUung eines Halbleiterbauelementes mit 
einem Substrat, mit mindestens einer Isolationsschicht 15 
mit mindestens einem Fenster, einem auf der Isolations- 
schicht aufliegenden Passivieningsaufbau und einer auf 
dem Passivieningsaufbau liegenden MetaHisierung, wo- 
bei der Passivieningsaufbau aus mindestens zwei di- 
elektrischen Schichten besteht, wobei auf dem Substrat 20 
mit mindestens einer Isolationsschicht mit mindestens 
einem Fenster ganzflachig eine erste und eine zweite 
dielektrische Schicht aufgebracht werden, in die ein 
oder mehrere kleinere Fenster geatzt werden, so daB 
eine auBere Randzone des ursprungiichen Fensters mit 25 
der ersten und der zweiten dielektrischen Schicht be- 
deckt bleibt und anschlieflend die zweite dielektrische 
Schicht nochmals geatzt wird, so daB die zweite dielek- 
trische Schicht die erste dielektrische Schicht im Bereich 
der auBeren Randzone des Fensters teilweise bedeckt 30 

Durch dieses Verfahren wird ein Halbleiterbauele- 
ment mit einem Passivieningsaufbau mit strukturiertem 
Randbereich mit flachem Randprofil erhalten. Die Isola- 
tionsschicht kann durch die Abdeckung durch die erste 
dielektrische Schicht nicht unteratzt werden. Eine even- 35 
tuelle Unteratzung der ersten dielektrischen Schicht 
wird durch das Zurucksetzen der Kante der zweiten 
dielektrischen Schicht im letzten AtzprozeB aufgeho- 
bea 

Es ist bevorzugt, daB die Atzung des (der) Fensters) 40 
durch ein photolithographisches Verfahren erfolgt und 
die erste und zweite dielektrische Schicht mit einer Pho- 
tolackmaske und zwei selektiven Atzmedien geatzt 
werden, wobei zunachst die zweite dielektrische Schicht 
mit der Photo lackmaske und einem Atzmedium, das se- 45 
lektiv zur ersten dielektrischen Schicht ist, strukturiert 
wird, dann die Photolackmaske entfernt wird und die 
erste dielektrische Schicht mit einem zu zweiten dielek- 
trischen Schicht selektiven Atzmedium strukturiert 
wird, wobei die zweite dielektrische Schicht als Maske 50 
dient und dann die zweite dielektrische Schicht noch- 
mals mit einem selektiven Atzmedium soweit geatzt 
wird, daB die erste dielektrische Schicht im Bereich der 
auBeren Randzone des Fensters teilweise freigelegt 
wird. 55 

Durch dieses Verfahren wird ein photolithography 
scher Strukturierungsschritt eingespart Neben der Ko~ 
stenersparung resultiert daraus eine deutliche Verbes- 
serung der ProzeBsicherheit und der Produktqualitat, da 
Unteratzungen im Passivierungsaufbau und in den Iso- &o 
lationsschichten vermieden werden. 

Kachfolgend wird die Erfindung anhand einer Zeich- 
nung weiter erl&utert 

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt des erflndungsgemaBen 
Planartransistors. es 

Der erfindungsgemaBe Planartransistor baut sich auf 
einem Substrat 1 auf, das Ublicherweise aus 0,2 mm dun- 
nan entweder n- oder p- leitenden Siliziumeinkristallen 



von 0,1 — 10 mm 2 Oberflache besteht Das Substrat ent- 
halt pn-Obergange, die durch Diffusion eingebaut wer- 
den. Diese pn Obergange begrenzen beispielsweise den 
Obergang vom Basisdiffusionsgebiet 9 zum Eraitterdif- 
fusionsgebiet 8. Der hochdotierte Kanalstopper 10 wird 
zusammen mit dem Emitterdiflusionsgebiet hergestellt 
und beshzt die gleiche Leitfahigkeitsart wie das Sub- 
strat Der hochdotierte Kanalstopper 10, der den auBe- 
ren Rand des diskreten Bauelements markiert, verhin- 
dert das FlieBen von LeckstrGraen von der Basis uber 
einen Kanal unter der Isolationsschicht 2 fiber die Tran- 
sistorsagebahn zum rflckseitigen Koliektor. 

Die erste Isolationsschicht 2 besteht im allgemeinen 
aus einer undurchlassigen Schicht aus thermisch erzeug- 
tern SiliziumdioxicL Die Kanten der Isolationsschicht(en) 
begrenzen ein oder mehrere Fenster. Im Bereich dieser 
ursprungiichen Fenster liegt die Substratoberflache zu- 
nachst offen. 

Die erste Isolationsschicht 2 kann vollstandig mit ei- 
ner zweiten Isolationsschicht 3 bedeckt sein. Diese 
zweite Isolationsschicht erstreckt sich uber die Kante 
der ersten Isolationsschicht und bedeckt in einer auBe- 
ren Randzone des ursprungiichen Fensters das Substrat. 
In dies em Fall deflnieren die Kanten der zweiten Isola- 
tionsschicht das bzw. die Fenster. Die zweite Isolations- 
schicht hat ublicherweise eine Schichtdicke von 0, 1 bis 
0,4 urn, $ie bedeckt das Substrat in einer Breite von min- 
destens 1 una. 

Die Isolationsschichten sind vollstandig von einer er- 
sten dielektrischen Schicht 4 bedeckt Diese erste di- 
elektrische Schicht erstreckt sich Uber die Kante der 
obersten Isolationsschicht und bedeckt in einer auBeren 
Randzone des ursprungiichen Fensters das Substrat 
Die erste dielektrische Schicht hat Ublicherweise eine 
Schichtdicke von 0,1 bis 0,2 urn, die Sufi ere Randzone 
eine Breite von mindestens 1 urn Die zweite dielektri- 
sche Schicht 5 erstreckt sich fiber die erste dielektrische 
Schicht einschlieBUch der auBersten Kante der Isola- 
tonsschichten. Die Kante der zweiten dielektrischen 
Schicht ist gegenUber der Kante der ersten dielektri- 
schen Schicht mindestens 0,1 urn zur&ckgesetzt Die 
Schichtdicke der zweiten dielektrischen Schicht betragt 
Ublicherweise 0,1 bis 1,6 um. 

Die Randabschr&gung hat im allgemeinen einen Flan- 
kenwinkel von 30° bis 60° gegenUber der Substratober- 
flache. 

Die MetaHisierung 6 bedeckt als Planar- Kontakt das 
Fenster, den strukturierten Randbereich des Passivie- 
rungsaufbaus und einen Teil der zweiten dielektrischen 
Schicht. 

Die MetaHisierung kann aber auch als Elektrode nur 
auf der zweiten dielektrischen Schicht aufgebracht sein 
und in mindestens einer Ecke des Halbieiterbauelemen- 
tes einen ohmschen Kontakt zum Substrat haben. 

Um das HalBletterbauelement vor mechanischen und 
chemifichen Angriff zu schfitzen, kann das Halbleher- 
bauelement weiterhin mit einer schutzenden Deck- 
schicht 7 abgedeckt sein. 

Das erfindungsgemaBe Bauelement kann als diskre- 
tes Halbleherbauelement oder Bestandteil einer inte- 
grierten Schaltung in Planartechnik hergestellt werden. 
Fertigungstechnisch geht man von einer weit gr&Beren 
als fur die HersteUung eines einz einen Transistors oder 
einer bestimmten Schaltung notwendigen Siliziumschei- 
be aus und benutzt fur die Formierung der abdeckenden 
Oxidstrukturen, die ein Eindiffundieren der Dotierungs- 
stoffe an nicht gewUnschten Stellen verhindern, ein 
schachbrettartiges Muster mit einem Rasterabstand 
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von etwa 03 bis 3,5 mm. Bei der Verarbeitung einer 
Siliziuroscheibe (Wafer) entstehen so gleichzeitig bis zu 
80 000 diskrete Transistoren oder 50 bis 100 Festkorper- 
schaltkreise. Erst nach dem Aufbringen und Strukturie- 
ren aller Schichten und dem Aufbringen der Kontakte 
und Leiterbahnen wird die Siliziumscheibe in die einzel- 
nen Halbleiterbauelemente, geteilt die anschlieBend 
kontaktiert und gefaBt werden. 

Zur Herstellung des erfmdungsgemafien Passivie- 
rungsaufbaus geht man von einem vorbereiten Wafer 
aus, in dem die Basis- und Emitterdiff usionsgebiete be- 
reits eingebracht worden sind und der ein oder mehrere, 
tiblicherweise zwei Isolationsschichten aufwelst Die er- 
ste Isolationsschicht aus thermisch erzeugten Silizium- 
dioxid wird in bekannter Art und Weise aufgebracht 
und mit Fen stern versehen. Die zweite Isolationsschicht 
aus phosphorhaltigem thermischen Siliziumojdd wird 
wahrend des Emitterprozesses bei NPN -Transistoren 
bzw. wahrend des Basiskontaktdiffusionsprozesses bei 
PNP-Transistoren gebildet 

Im folgenden PhotoUtbographie- und Atzschritt wer- 
den mit einer Maske kieine Kontaktfenster fQr Basis 
und Emitter in beide Isolationsschichten geatzt Beide 
Isolationsschichten werden mit dem gleichen Atzmedi- 
um, gepuf ferter FluBsaure, strukturiert 

Auf diesen Unterbau werden die dielektrische Schich- 
ten fur den Passivierungsaufbau durch Abscbeidung aus 
der Gasphase aufgebracht. Oblicherweise wird der Pas- 
givierungsaufbau aus zwei dielektrischen Schichten ge- 
bildet Die auf der obersten Isolationsschicht aufliegen- 
de erne dielektrische Schicht ist iiblicherweise eine Sili- 
ziumnitridschicht, die in einem Low-Fressure-CVD- 
Verfahren hergestelh wird, beispielsweise bei 
300-400 Millitorr bei 700 bis 800° C aus SiH^Clz und 
NH$. Die zweite dielektrische Schicht ist iiblicherweise 
eine Siliziumdioxidschicht, die durch ein Plasma-Enhan- 
ced-Verf ahren mit einer Plasmaanregung von beispiels- 
weise 380 kHz und 15 kW bei 300 bis 350° C aus SiEii 
und N^O erzeugt wird. Beide Schichten werden zu- 
nachst ganzfiachig abgeschieden. Beide Schichten wer- 
den gemeinsam strukturiert 

Dazu wird eine Photolackmaske aufgebracht belich- 
tet und entwickelt Dann wird zunachst die SLliziumdio- 
xidschicht mit einem nuBsaure/Ammoniumfluorid-Ge- 
misch isotrop geatzt In diesem Verfahrensschritt wird 
die Siiiziurnnhridschicht nicht angegriffen, weO das 
FluBsaure/AmmoniumfluorLd-Gemisch eine hone Se- 
lektivhat gegenuber SUiziumnitrid besitzt Dann wird 
die Photolackmaske entferat Daraufhin wird die Silizi- 
umnitridschicht mit heiBer Phosphorsaure isotrop und 
feucht gefitzt wobei die vorge&tzte SiOz-Schicht als 
Maske fungiert In diesem Verfahrensschritt wird die 
SiOrSchicht nicht angegriffen, well auch die heiBe 
Phosphors&ure eine hohe Selektrvit&t besitzt Um die 
Kante der SUiziurodioxidschicht hinter die Kante des 
Siliziumnitrids zuruckzusetzen, wird anschlieBend noch 
einmal mit dem FluBsaure/ Ammo nhimfl uorid -Gcmisch 
geatzt 

Die Siliziumnitridschicht kann auch durch ein Plasma- 
Enhanced-Verfahren abgeschieden werden. In diesen 
Fall so lite die zweite dielektrische Schicht aus Polyimid 
bestehen. Fur die Abscbeidung des Siliziumoxids stehen 
eine Reihe von Verfahren zur Verfagung, z. B. die Ab- 
scheidung aus Tetraethylorthosilikat in einem HeiBwan- 
dreaktor, die Abscbeidung aus Silan und Sauerstoff in 
einem CVD- Verfahren bei niedrigen Temperaturen, die 
Abscheidung aus Silan und einer Stickstoffeauerstoff- 
verbindung bei hdheren Temperatures oder die Ab- 



scheidung in einem Spin-on Verfahren aus entsprechen- 
den Ausgangsverbindungen (Spin-On-Glass). 

Man kann auch, and ere Materia tombm ationen fur - w 
den Schichtaufbau waTflenuliS mUssenTedocireWReihe Oi^T^Q^. 
5 von Vertragtfchkeitsbedingungen erfililt sein, insbeson- nu<t f j[ Ccu^ 
dere hinsichtlich Diffusion, Haftung, seiektiver Atzbar- 1 ctS-*t/ 
keit wie oben beschrieben, mechanischer und thermi- ^ 
scher Spannungen. Als geeignet haben sich die folgen- 
den Kombinationen fur die erste und zweite dielektri- * 
sche Schicht erwiesen: 



10 



15 



20 



25 



30 



55 



— Siliziumdioxid in Form von Plasma-Oxid, LTO 
("low temperature oxide"X TEOS (Tetraethylortho- 
silikat als Ausgangsverbindung) oder LPCVD-Oxid 
als erste Schicht, Atzmittel Flufis&ure/Ammonium- 
fluorid, und Polyimid als zweite Schicht Atzmittel 
Hydrazin, 

— Polyimid als erste Schicht, Atzmittel Hydrazin, 
und SOiziumnitrid in Form von Plasma-Nitrid als 
zweite Schicht, Atzmittel heiBe Phosphorsaure, 

— Sniziumnitrid in Form von Plasma-Nitrid oder 
LPCVD-Nitrid, Atzmittel heiBe Phosphorsaure, als 
erste Schicht und Polyimid, Atzmittel Hydrazin, als 
zweite Schicht oder 

— Siliziumnitrid in Form von LPCVD-Nitrid, Atz- 
mittel heiBe Phosphorsaure, als erste Schicht und 
Siliziumdioxid in Form von LTO oder TEOS oder 
Spin-on-Glas (SOG), Atzmittel FluBsaure/Ammo- 
niumfl uorid, als zweite Schicht. 



In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Metalli- 
sierung aufgebracht, im aDgemeinen durch Aufdampfen 
von hochreinem Aluminium. 

SchlieBlich wird die Metallisierung im allgemeinen 
35 noch durch eine Schutzschicht vor mechanischem An- 
griff, Korrosion und Ionenkontamimerung geschtitzt 
Dazu wird das Bauteil mit einer Schicht aus Siliziumni- 
trid, S1O2, Phosphorsilikatglas oder Polyimid abgedeckt 
Durch den verbesserten Passivierungsaufbau errei- 
40 chen planare bi polar e NPN- und PNP-Hochspannungs- 
stransistoren eine Spannungsfestigkeit von 500 V bis 
1000 V und planare NPN- und PNP-Darlington-Transi- 
storen eine Spannungsfestigkeit von bis zu 200 V. 
Die Halbleiterbauelemente wurden einem beschleu- 
45 nigten Lebensdauertest (ALT) durch Auslagerung bei 
150°C unterworfen. Sic erreichten eine Lebensdauer 
von mehr als 1000 h und die AusschuBquote reduzierte 
sich drastisch. EXirch das erfindungsgemtBe Verfahren 
wird ein photo lithographischer Stnikturierungsschritt 
so eingespart Neben der Kostenersparung resultiert dar- 
aus eine deutliche Verbesserung der ProzeBsicherheit 
und der Produktqualitat da Unteritzungen im Passivie- 
rungsaufbau und in den Isolationsschichten vermieden 
werden. 
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Patentansprtiche 

1. Halbleiterbauelement mh einem Substrat, min- 
destens einer Isolationsschicht mh mindestens ei- 
nem Fenster, einem auf der Isolationsschicht auflie- 
gendem Passivierungsaufbau und einer auf dem 
Passivierungsaufbau Hegender Metallisierung, wo- 
bei der Passivierungsaufbau aus mindestens zwei 
dielektrischen Schichten bestebt und die erste di- 
elektrische Schicht die Isolationsschicht mit deren 
Kan ten sowie in einer auBeren Randzone des Fen- 
sters das Substrat bedeckt und die zweite dielektri- 
sche Schicht die erste dielektrische Schicht bis Qber 
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die Kante der Isolationsschicht und in einem Teils 
des auBeren Bereichs des Fensters abdeckt 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB jede der dielektrischen 
Schichten eine gleichmfiBige Schichtdicke hat. 5 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB es zwei Isolationsschichten 
aufweist, wobei die erste Isolationsschicht aus ei- 
nem thermisch erzeugten Siliziumoxid und die 
zweite Isolationsschicht aus einem phosphorhalti- 10 
gem thermisch erzeugten Siliziumoxid besteht 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die erste dielektrische Schicht 
aus Siliziumnitrid und die zweite dielektrische 
Schicht aus Siliziumdioxid besteht 15 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB erste dielektrische Schicht aus 
Siliziumoxid Oder Siliziumnitrid und die zweite di- 
elektrische Schicht aus Pohyimid besteht 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch 20 
gekennzeichnet daB die erste dielektrische Schicht 
aus Polyimid und die zweite dielektrische Schicht 
aus Siliziumnitrid besteht 

7. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau- 
elementes mit einem Substrat mit mindestens einer 25 
Isolationsschicht mit mindestens einem Fenster, ei- 
nem auf der Isolationsschicht aufliegendem Passi- 
vierungsaufbau und einer auf dem Passivierungs- 
auf bau liegenden Metallisierung, wobei der Passi- 
vierungsaufbau aus mindestens zwei dielektrischen 30 
Schichten besteht wobei auf dem Substrat mit min- 
destens einer Isolationsschicht mit mindestens ei- 
nem Fenster ganzfiachig eine erste und eine zweite 
dielektrische Schicht auf gebracht werden, in die ein 
oder mehrere kleinere Fenster geatzt werden, so 35 
daB eine auBere Randzone des ursprunglichen Fen- 
sters mit der ersten und der zweiten dielektrischen 
Schicht bedeckt bleibt und anschlieBend die zweite 
dielektrische' Schicht geatzt wird, so daB die zweite 
dielektrische Schicht die erste dielektrische Schicht 40 
im Bereich der auBeren Randzone des Fensters teil- 
weise bedeckt 

8. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Atzung des (der) Fenster(s) durch 
ein photolithographisches Verfahren erfolgt und 45 
die erste und zweite dielektrische Schicht mit einer 
Photolackmaske und zwei selektiven Atzmedien 
geatzt werden, wobei zunachst die zweite dielektri- 
sche Schicht mit der Photolackmaske und einem 
Atzmedhim, das selektiv zur ersten dielektrischen so 
Schicht 1st strukturiert wird, dann die Photolack- 
maske entfernt wird und die erste dielektrische 
Schicht mit einem zu zweiten dielektrischen 
Schicht selektiven Atzmedhim strukturiert wird, 
wobei die zweite dielektrische Schicht als Maske 55 
dient und dann die zweite dielektrische Schicht 
nochmals mit einem selektiven Atzmedhim soweit 
geatzt wird, daB die erste dielektrische Schicht im 
Bereich der auBeren Randzone des Fensters teil- 
weise freigelegt wird eo 
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